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Sperrschicht-Umgebung

Optische und elektrische Kenngréfien
Tamb = 25=C
Kollektor-Dunkelstrom
UCE = 20 V| E = 0
Kollektor-Hellstrom
Uce =5V, Ep = 1kix")
- 25
Ucg=5V, Eg = 1mW/cm?, Zp =850 nm
Wellenlénge der maximalen Empfindlichkeit
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)
Koilektor-Eminer-Durchbruchspannung
IC = 1mA
Kollektor-Eminer-Séﬁigungsspannung
Ic=1mA Eg =1 mW/cmz,).p =950 nm

Grenzfrequenz
Ug=5V Ic= 5mA.R; = 1000

*)AQL = 0,65%
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scna“flzt:ns V, Ic = 5 mA, R|_= 100 €, siehe Mefischaltung
Verzogerungszeit tq 1,8 us
Anstiegszeit t 1.6 us
Einschaltzeit ton 3,4 us
Speicherzeit ts 0,3 uSs
Abfallzeit ty 1,7 us
Ausschaltzeit totf 2,0 us
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silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor ; éﬂ
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(\, Anwendung: Empfénger in eleklronischen Steuer- und Regeleinrichiungen
‘ff Besondere Merkmale:

@ Kunststoffgehduse @ 5 mm @ Hohe Fotoempfindlichkeit
@ Fur die Bereiche der sichtbaren und nahen @ GroBer Offnungswinkel
infraroten Strahlung geeignst ® Axiale Anschliisse

Vorliufige technische Daten

% Abmessungen in mm

Sirahiungsempfindliche Flliche
,zuliissiger Grat bis # 8,1 max
0.8 0,63 :008

i— = ﬂ»“—}~v 2,54
¢ 1.’ v t Dftinungswinkel & = 40°
: ~— 7.6 ‘01 —o| 15—
[=— 8601 —= Spezialgehduse
3 12 02 Kunststoff klar
JERETL} 35 s Gewicht max. 0,4 g
. Zubehor .
Montagehiilse ~ Best. Nr. 562 136
Haltering Best. Nr. 562 135
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 32 v
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Ueco 5 \'%
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektorspitzenstrom
t .
p
+ =05t <10ms Icm 200 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb <45°C Piot 100 mwW
Sperrschichttemperatur T, 100 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -25...+100 °C
Maximal zuldssige Léttemperatur
t<3s Teq") 245 °C

') Abstand von der Aufsetzkante = 1,5 mm mit zwischengelegter Leiterplatte
$1.2.023/0481 D



